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ETUDE DES CARACTERISTIQUES DE SORTIE D'UN
TRANSISTOR NPN

MONTAGE POUR TRACER LES CARACTERISTIQUES

Le montage permet de relever les caractéristiques statiques d'un transistor NPN
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Le constructeur indique les valeurs limites du composant:
v I, :courant collecteur maximal;

v V gy - tension collecteur-émetteur maximale;
v P, :puissance maximale pour une température de boitier de 25°C.

La puissance consommée par le transistor est fonction des grandeurs d'entrée ( 15 , Ve )etde
sortie ( Lo, Ve ).
Généralement on fait I'approximation suivante:

Py = Iy Vg + Ic . Vg = Ic . Vg

CARACTERISTIQUE D'ENTREE ET DE TRANSFERT EN COURANT

1. Fixer [I; (en modifiantlatension U, ), modifier latension U, etrelever les
courants I, , [, etlatension V. .

2. Faites une vingtaine de mesures

3. Recommencer depuis 1. avec une nouvelle valeur de [ (faites pour 5 valeurs différentes
de 1 B )

EXPLOITATION DES MESURES

4. Tracer la parabole de puissance I, =f( Vz ), sachantque P, pour un transistor
NPN de type BD139 est de 1,25 W (Utiliser le mode simulation)

5. Tracer les caractéristiques I =1 Vg ).
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